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【公表番号】特表2009-545834(P2009-545834A)
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【手続補正書】
【提出日】平成22年5月7日(2010.5.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
メモリ回路であって、
　第１のラインの複数のメモリセル及び第２のラインの複数のメモリセルを備えるメモリ
アレイと、
　第１の電源端子と、
　第１の静電容量構造と、
　前記第１のラインの複数のメモリセルに接続された第１の電源ラインと、
　前記第２のラインの複数のメモリセルに接続された第２の電源ラインと、
　前記第２のラインの複数のメモリセルが書き込みのために選択されるとき、前記第１の
電源端子を前記第１の電源ラインに接続し、前記第１の電源端子を前記第２のラインの複
数のメモリセルから遮断し、かつ前記第２の電源ラインを前記第１の静電容量構造に接続
するトランジスタを有するスイッチング回路とを備えるメモリ回路。
【請求項２】
第１のラインの複数のメモリセル及び第２のラインの複数のメモリセルを備えるメモリア
レイと、第１の電源端子と、第１の静電容量構造と、前記第１のラインの複数のメモリセ
ルに接続された第１の電源ラインと、前記第２のラインの複数のメモリセルに接続された
第２の電源ラインとを備えるメモリを提供する工程と、
　前記第２のラインの複数のメモリセルを書き込みのために選択する工程と、
　前記第１の電源端子を前記第１の電源ラインに接続する工程と、
　前記第１の電源端子を前記第２のラインの複数のメモリセルから遮断する工程と、
　前記第２の電源ラインからの電荷を前記第１の静電容量構造に接続する工程と、
　前記第２のラインの複数のメモリセルの１つのメモリセルに書き込む工程とを備える方
法。
【請求項３】
メモリ回路であって、
　第１のラインの複数のメモリセル及び第２のラインの複数のメモリセルを備えるメモリ
アレイと、
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　電源端子と、
　静電容量構造と、
　前記第１のラインの複数のメモリセルに接続された第１の電源ラインと、
　前記第２のラインの複数のメモリセルに接続された第２の電源ラインと、
　前記第２のラインの複数のメモリセルに対する書き込み動作の前に、前記静電容量構造
を所定の電圧までプリチャージするためのプリチャージ手段と、
　前記第２のラインの複数のメモリセルに対する書き込み動作中に、前記電源端子を前記
第１の電源ラインに接続するための第１の接続手段と、
　前記第２のラインの複数のメモリセルに対する書き込み動作中に、前記第１の電源ライ
ンを前記第２のラインの複数のメモリセルから遮断するための遮断手段と、
　前記第２のラインの複数のメモリセルに対する書き込み動作中に、前記第２の電源ライ
ンを第１の静電容量構造に接続するための第２の接続手段とを備えるメモリ回路。
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